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[はじめに] 近年の生成 AI の普及をはじめ、爆発的な情報処理の速度や量の増大に応えるため、

次世代 2nm 以降の GAAFET 先端ロジックデバイスが必要とされている。GAAFET において、従

来の FET と大きく異なる点の一つは、その構造形成のために SiGe/Si 超格子のエピ技術が必要な

点である。そして、その超格子構造の膜厚や組成は分光エリプソメトリや Optical Critical Dimension

により主に in-line 評価されるが、一般的に光学膜厚と TEM 観察による膜厚で差異が生じること

は知られており、光学膜厚と TEM 膜厚の相関を把握しておくことは in-line 評価上重要である。

産総研における 300 mm GAAFET パイロットライン構築にあたり、SiGe/Si 超格子構造を成長し、

SiGe 層の分光エリプソメトリ上の光学膜厚と TEM 膜厚の相関を調べたので報告する。 

[実験]表面酸化物層をインライン除去した300㎜ウエハ上に膜厚構成の異なるSiGe/Si超格子構造

を成長し、分光エリプソメトリ測定及び断面TEM観察によりそれぞれSiGe層の膜厚評価を行い、

分光エリプソメトリのフィッティング結果から得た光学膜厚と TEM 膜厚の相関を調べた。光学モ

デルに必要な Ge 組成は EELS を用いて評価した。 

[結果] Fig.1 に(a)SiGe/Si 超格子構造の断面 TEM 像の一例を示す。各層とも均一な SiGe 層 16 nm

及び Si 層 10 nm が形成されている。拡大図で示す通り、急峻性の高い界面が形成されている。EELS

からの Ge 組成は 0.3 であった。(b)に分光エリプソメトリで得た SiGe 層の光学膜厚と TEM 膜厚

の相関を示す。線形な相関が示され、傾きは 0.86、切片は 3.19 であった。この結果から分光エリ

プソメトリによる TEM 換算膜厚の評価が可能になった。原点を通らない理由や、膜厚が非常に薄

い場合については更なる検討が必要である。 
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Fig. 1 (a) Cross-sectional TEM image of SiGe/Si superlattice. (b) plot of 
TEM thickness vs. optical thickness for SiGe layer.
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